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Abstract 



? d e ^ (2) haVing 3 thiCkness of less than *° mu 

(6, 8) is respectively prlided on the £m s^HS™ * f ' S f ^ '' n fr ° nt Side ' A P rotection laver 

integrated circuit are defined Sel£hVp^^ l^« £ i i rSf^.T ^ ^ hich 3CtiVe elements of the 
energy gap than silicon, or of a htah-KS^saffiW t^nn ^ 3 , semic ° nductor material having a lower 
surface of an insulation substrate praS^ In wh-ch a circuit chip is inserted in a 

device, the structured metallization is configured n sue a i w^lhSrnmS . ' ? metallizatl0n definin 9 ™ antenna 
in which active elements of the integrated drcuit are fdSnP?^Sl, ' Y VeriapS the C ' rcuit chip at least in areas 

result, it is possible to provide an uTaTt ^^S^^i^ TT 11 ^, 3CtS 38 3 Nght pr0tection la V er - As a 
a metallization layer as a light protection [layer CUIt Ch ' P 35 We " aS the tran sponder module by using 
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Pruf U ngsantra? g rrn 9 T^GTsr 9 e s tir en Anme ' der *«°«°B°» -toon™, 

® Schaltungschip mit Lichtschutz 

iiber Bereiche ?n w Uc £ SChutZschicht «™ndest 
Schaltun defin ton ?2J wm^ T™" *' inte9n ' erten 
schutzschicht au mJS' eS Halhi T* 6 ' L ' Cht - 
einen geringeren Banctabit-Td ^ • b e,termaterial - das 

Transpondarmodul h»; H» m • e. 7 " Bel eln em 

der intag ierten Sett Hr^.* Elemente 
Oberlapp? so da! dt m If ™" sind ' v °»«andig 

wohl des Sung^S EXSt*" ^ S °" 
duls durch die VerwonHnnJ , • auc ™ es Tran spondermo- 
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Beschreibung 



Die vorlicgcndc Hrhndune bczicht sirh »„ t - • 
'ungschip. dcr cine Ud^uiS^^S^ "V 
sondcrc cinen solehcn SchaHuneschio dcr ,7 
ner Schakungschip zur VferwEt Jl CX[rC ' n dU "- 
taicn vcrvvende. ierden kaT S elekr ™ lsc,len 

hen die S^, .leiuahigkeu L'SSS^S^ffi^ 
umcfaea Pbtentiaiv«schiebun«en Hfl t, er " 

fc-ali* ^^E^S^* Funk- 

-endet wird. „ 1U 8 cine PassivicrungTc A u L hc H T 
untcrdruckung iibemchmen 8 8 b ° dcr Llcht - 

^Ttr^t f e ra Lichteinfell umerlie . 

durch cine chwarze p' J 1 ^ v,eran * ""iicherwei.se 
die schwi/e fSL h^ y , SChlChtUng erTeich[ - bci der 

realisiert 

bei der CLitSSS 1 ^ ™ Sl ' e 

«t nicht hinnehmba Tsl d^ T !? ,ketten erfo ^rlich 
Chips una.nehm^fwfrf"' 1 "» GeSamtdi ^e des 

ISSX ^ in der 

zwischen zwei ?JZ n J 8 ' " ertelektro n'k soil der Chip 

Durch eine SriZl^" ^ llCgt em P irisc h bei ca. 12% 
auch dann eine S^-ng nicnf .^lES.r 0 ^ 

nach der Einbe, un7b^ S ° ^ ^^h. u,n 
schen zwei Pap crc bzw ar ,H ^' nierUng deSSelben ^wi- 
bei Sp iel SW eise Po vr^ll ^ dU " nC ' flCXiblc Sub W 

insbLondcrdasIS ^nSr^ 
decklacke aus Polv~ ° , u bec,ntrac h»gcn. Ab- 

stoffen. die ObSS S Sl^T^ 

rungsschicht «n«na^^^E. ,,rc ' , ^« c 

Einsatz des Chips nich ™ ^ " be ' Clnem ^hen 

Transmissior ^SLJ^^* dic ^ 



• schichi auftvcisf dS cincn uf Ir fl \ r ?™ Li ^m- 

■ 'ungschips und o, it d cn E „™ J™ d " SVha| - 

■ s ^hcnHukccncrmbglich" in di:ktr ° ni - 

AnsSh^S dUrCh dnen ^-gschip g en, aS 

10 schaffen. das Scna,,un 8«:hip zu 

moglicht. £ acnaltungschips er- 

An^fl^* dUrdl dn T-pondcnnodul gem.6 

l ^^^^^ 

Sbl^t'riafd^ r„ C e h n UtZSChiCht "» ^ ^ 

onssubstfat a^SS^,^ Li0,ali - 
Hauptoberflachedes SVhih 8 ^ chaUun g sc h'P, daB eine 
dig mil dneT^S22^ r U, | ^ 
30 undeineraufdiWrH t n Isolationssubsirais ist, 

strukturicrtc mSS£,S S H ChaltUn S sc hips angeordneten 

dcfinie^wobeTStrn^M^ 
schen AnschluB des SVh a T u lls,erun g elektri- 

Das Absorptionsverhalten von Sioflen wird durrh 
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schinnung von Licht liefem Die Lichiwh,... u- l. 
Metal, k ann eine M che Sk^SST 
beispielsweise d e einer elektri«-h f .n . , al , uocmenraen . 
Funktion als A^^2j^ te ^»4* 

Bevorcugre Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Fr 
findung werden nachfolgcnd bezugnehmend auS e bei£- 
gendenZe.chnungen naher erlautert. Es zeigen 

F.g 1 e.ne schematische Querschnittansicht eines ersten 
Au^hru ngs b e , sp ,e, s eine S erfindungsgemaBen SchZg- 

t( .n Fi A 8 * 2 ,4" e Sch l ematische Querschnittansicht eines zwei- 

A.Sn. 3 eine k Schematische Querschnittansicht eines dritten 
Aus^hrungsbe.sp.els eines erfindungsgemaBen SaSj 

Fig 4 eine schematische Querschnittansicht. der die Ver- 

Fig. 6 erne schematische Querschnittansicht eines erfin 
dungsgemaBen Transpondermoduls 

nem beetle, Uahigen Silirid gebildet ist. erS 

a I e ' n 7 u ^. eUllscn " :nl 4e meuten Vorteile bietet 

S "!^" ale ^ L dnen gerin § eren Bandabstand 
<u& Muzium autweist. kann vorteilhaft beispielsweise tier 
— eingeset,. werden. das bereits bef S7g ri n fi e„" 
D.cken »„ Nanorneterbereich Licht irn sichtbaren sSE 

soids t J'", QuCrschnitt ci °« ^tcn Ausfuhrungsbet' 

huat. Diese diinne Passivierungsschicht kan 
aus S.uziummtnd bzw. Siliziumoxid bestehen Auf dteir 

v:;«r; 8 Se c Sd 4 sin v ,ektrische ^-Jisift 

AnSSJr f ^hegenden Erfindung sind diese 
AnschluSflachen nun derart ausgebildeu daB dieselbe 
m.ndest samrhche Bereiche, in denen aktive ElenSESr 



Metalle koa^^^^^ll^. Als 
Rahmcn der IC™«S c^t'J jedoch die ™ 

5 W und Cu in Fra* nl ^ VCnvcndctc " italic Al. 
verwendet wc^Sff^T^ U * ^ TlN 
genschaftcn insbesonder? LchSlt ? 

kann cbcnfalls aus Mctall. cincm HalblrianSK^ 

.5 n^ 8 h n T e " u an<labs,and a,s * H ™ m * 

we.se kann d e Lichischutzschicht ganzflachig auf der 
Rucksc.tc des Substrats 2 ausgcbildet scin. 
Obwohl d.es in den Figuren nicht darges.eilt ist. kann 

T?™ ^ h ', nOCh wirkun g sv oller zu unrerdrScken PP " 
™v i" I gezei § ten Metailschichten 6 dienen sleich- 
^tig als AnschluBflachen fur die in dem SutetnuTgeW £ 
en .ntegnerten Schaltungen. Dazu sind. in Fig. n f ch ' e 

30 X B lt^nd? ige VerbindUngen -^enTenA 8 - 
scmuUflachen 6 und den integnerten Schaltungen vorgese- 
hen Son,, t .st gemaB diesem AusfahrungsbeiLiel eirf ™ 
SmII L ?f hUtZ realisiert - inde ^ WSl n 

35 steUtto'dlrdi?'? . al ( ' ern u atives Ausfuhrungsbeispiel dil rge- 
Shr 1 u L'chtechutzschicht durch eine mehrlagige 
Scfocht geWdet .st. Dabei sind in einer auf der PaS 
rungssch.cht4 aufgebrachten Schicht 10 aus Siliziumn S 
aler S.hziumox.d ein metallischer Bereich oder etne S 
«° zahl von metalhschen Bereichen vorgesehen Uber dSm 
Sch,chtg e b.lde 10. 12 ist eine weiteJpassiv erungss n cT 

J^ScSnf 1 Sm »™«« vorgesehS £ 
dieser bch.cht 14 sind dann wiederum Metallschichtab 
schmue 16 vorgesehen. Die Metallbereiche 12 nd 16 s Tn d 
« derart angeordnet. daB in der senkrechten Projection s^ 
mmdestens e.ne Metallage zwischen der oberen OberflShe 
der Struktur und der Oberflache des SiliziumsubstraTs 2 z u 
hegen koinn.t. D.es kann beispielsweise durch eine ko „ D , e 

50 weX n ° rdnUn8 MetaUbere,ChC 12 U " d " S 

Die Struktur. die in Fig. 2 gezeigt ist. kann beispielsweise 

Thin T de "- lndem die fUr die V -drahtun gS eb n rdes 
Ch,ps ohneh.n verwendeten Metallbelage in der beschriebe 
nen Font, realisiert werden. Somit kL durch gSgnete 
55 Ausgestaltung von ohnedies verwendeten MetaUbeSn ! 
««cht werden. daB von der Obersdte des Chips her kcTn 

taU sp.elt demgegenuber e.ne untergeordnete RoUe Zum ci- 
nen s.nd aus tert.gungstechnischen Griinden in derNaSr 

twenty ^ ChipS ' d h - d -«^kanten, ke £ £ 
nven Baue lemente angeordnet, urn Probleme. die durch so- 
genanme Sl.phnes oder Microcracks entstehen. zu vermei- 
den. D,eser S.cherhe.tsabstand ist in alter Regel groBeTSs 

« auch e,ne se,d.che L.chtabschirmung durch Aufbringen ei- 
ner entsprechenden Schutzschicht erfolgen 

Das in Fig. 3 dargestellte Ausfuhrungsbeispiel ist iden- 
«sch zu dem ,n Fig. 2 dargestellten. mit der Au'nahme daB 
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dasselbe eine Lichischuiachichi 8 auf der Riicksei.e des Vi 
liz.umsubstrais 2 aufweisl. <™<-i".uie des Si- 

Wie bereits erlautert, kann die meiallischp r k , 

Iranspondcrs odcr ,-iner andcrcn LadunesDuml h , 
vvc.sc fur cincn KKPROM-Socichcr S k „ bc,i P ,cIs - 
tor kann durch das Zwi«teK ciSS^^""- '° 

Wsdi guc definierte ChipObeiflache enrih, nl 

Bezugnehmend auf die Fig. 5a) bis 5c) u/irH n, 1/ P L' 
em Ausfuhrungsbdspie, eines S ^S??Ef 45 

moghchst dunnes Transpondcrmodul 2U reaisLn 

S—ttdt; 5 ^™^ 

Wic in den Fig. 5b) und 5c) " ^^^ts 40 sein. 

tungschips angcordnct i« Ob^M h ■ ^ ichal " 
ctend. wen, d,e« B.r=ich ,™ intel ,„ „„, b,^™, 



m <ta I.»l„,„ s ., ubs „ al 40 ei„ |t be„ el isl . Allf ^ £g£ 
gebracto. wobe, an™,*™ i„. daB die An?jihl der \V"m 

schutz ermoglicht somit die Erzeugunf ulSchTr 
pondermodule. da die Metallisierung bf " sehrlerin 
gen D,cken einen effektiven Lichtschutz 

aurgebautes Transpondermodul. bzw ein Tnr™™/.™ 

aet werden. urn ein elektromsches Etikett zu fertigen Insbe 
sondere ,st eine weitgehend automatised extm 
pre.swerte Fert.gung ohne weiteres moglich, so daB s.ch dS 

k etnTlw T ™ S ^ d ™^ * WegwerfSe ^ 
^ , lst - wenn das erfindungsgemaBe Trans- 
pondermodul zwischen zwei PapierschichtL bzw zwei 
dunne Polymerfolien eingefugt i st . durch die geringe D ck 
dwdbea, gewahrleistet, daB das gebildete deSni set 
Etiket ohne weiteres bedruckt werden kann Tvpische f£ 
samuLcken fur das erfindungsgemaBe TranspoSdennodui 
kronen zw.schen 5 und 50 pm liegen ai1s P ondenno ^l 

wefsfeinllTf °f Tf* ^ VOrlie S end - Erfindung 
weist em halble.tendes Substrat aus. das vorzuesweise au « 
monoknstalhnern oder polykristallinem SiliziuTb" 
Jedoch kann das halbleitende Substrat auch durch Sere 
Hfcr bzw Verbindungshalbieiter, z. B. Ga¥umaJe 

H 4 , g u 1^' SCln - Ferner kann das halbleitendTsub^t 
durch halbleitende Polymererealisiensein. 

Patcntanspriiche 



L SchaJtungschip aus e.nem halbleitenden Substrat 
(2) mnemer Vordcrseue und einer Riickseite. wobei in 
der Vordersene eine integriene Schaltung definiert ist, 
wobe, aur der Vorderseite eine LichtschStzschS 6; 
12. 16) zummdest iiber Bereichen, in denen aktivc Elc- 
menre der integrierren SchaJwng definiert sind. vorge- 
schen.su wobei die Lichtschutzschicht (6; 12, 16) aus 
Meojli e,nem HaWeiterma.erial, das einen gerfnge en 
Bandabstand als silizium aufweis, oder einem ho h- 
leurahigen Silizid gebildet ist. 
2. Schaltungschip nach Anspruch 1. bei dem die Licht- 
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schuujschichi durdi auf fW v„ i 

der imegrienen Schaling d \tl In- K ? nt f ie ™g 
»" denen die- akiiven El™ lr tf' Be '? Che - 

r definiert ^ 

Me la l le benen o^^ n T' he *" ZU "' ind «' ^ 
da/J uber i,„ \,ZtZ n ^T^ 1 sind ' de ™- 

des l W lb,:rl h lSa"I n eiCh ^ W 
Metallageanueordnetist ' ( ' ' U "" ndeS1 ™ 

derseite und/oder die TTh T ' U 16) aut der Vor " 
ROckscitcausS W Cu t, N f 'I* 1 (8) auf der 

L v^tr^r^ Ansprtchc 1 «• ^ 

W das haiblei^ EtikCtt - W °- 

als 50 pm aurweist D ' Ckc von wcni S c ' 35 

n^tcincrodcr 3US Mcta11 bcs *ht. das 

dc„, rc«iss;s; VL ! b,n - 

Intcrfcrcnz bewirken dcstruktivc 

zvmindestin Bereichen ,n d f . icha ^ngschips 
inregrienen sSn^fi denenaktlve E1 ^ente der 55 

wirksamiir 38 d ' eSelbe aIs Lichtschutzschicht 

11. Transpondermodui nach Ansoruch in k - a ■ 
ner erne Merallisierun^cJ- L Z„ °* bei dem fe r- 60 
Hauproberflac d ™ St ( f 3Uf der der ™ 
. st 6 .weuen Oberflache de.sselben vorgesehen 

wesentlichen bunt mit e" ich,dUm «* h '>< W) in, 
uosrraLs (40), die der ersten Haupr- 
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Haup t ober flache des Isolf u on '^ 
_Hier ZU 2Sei te (n)2eichn.,n r n 
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